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【手続補正書】
【提出日】平成20年8月22日(2008.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体構造体であって、
　第１デバイス領域におけるｐ型デバイス及び第２デバイス領域におけるｎ型デバイスを
有する基板と、
　前記第２デバイス領域における前記ｎ型デバイスへの第１型シリサイド・コンタクトで
あって、前記第２デバイス領域における前記ｎ型デバイスの伝導帯と実質的に合わせられ
た仕事関数を有する第１型シリサイド・コンタクトと、
　前記第１デバイス領域における前記ｐ型デバイスへの第２型シリサイド・コンタクトで
あって、前記第１デバイス領域における前記ｐ型デバイスの価電子帯と実質的に合わせら
れた仕事関数を有する第２型シリサイド・コンタクトと、
を備える半導体構造体。
【請求項２】
　半導体構造体を形成する方法であって、
　基板の少なくとも第１デバイス領域上に第１シリサイド層を形成するステップであって
、前記基板の前記第１デバイス領域が第１導電型デバイスを含み、前記第１シリサイド層
が前記第１導電型デバイスの伝導帯と実質的に合わせられた仕事関数を有するステップと
、
　前記基板の少なくとも第２デバイス領域上に第２シリサイド層を形成するステップであ
って、前記基板の前記第２デバイス領域が第２導電型デバイスを含み、前記第２シリサイ
ド層が前記第２導電型デバイスの価電子帯と実質的に合わせられた仕事関数を有するステ
ップと、
を含む方法。
【請求項３】
　半導体デバイスであって、
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　第１デバイス領域及び第２デバイス領域を有する基板と、
　少なくとも１つの第１型デバイスであって、前記第１デバイス領域内の前記基板の第１
デバイス・チャネル部分の上の第１ゲート領域と、前記第１デバイス・チャネルに隣接す
るソース及びドレーン領域と、前記第１デバイス・チャネルに隣接する前記ソース及びド
レーン領域への第１シリサイド・コンタクトとを含み、前記第１シリサイド・コンタクト
が前記基板の前記第１デバイス領域内に第１歪みを生み出す、第１型デバイスと、
　少なくとも１つの第２型デバイスであって、前記第２デバイス領域内の前記基板の第２
デバイス・チャネル部分の上の第２ゲート領域と、前記第２デバイス・チャネルに隣接す
るソース及びドレーン領域と、前記第２デバイス・チャネルに隣接する前記ソース及びド
レーン領域への第２シリサイド・コンタクトとを含み、前記第２シリサイド・コンタクト
が前記基板の前記第２デバイス領域内に第２歪みを生み出す、第２型デバイスと、
を含み、
　前記第１歪み及び前記第２歪みは圧縮歪みであって前記第１圧縮歪みは前記第２圧縮歪
みよりも大きく、又は前記第１歪みは圧縮歪みであって前記第２歪みは引張歪みであり、
或いは前記第１歪み及び前記第２歪みは引張歪みであって前記第１引張歪みは前記第２引
張歪みよりも小さい、半導体デバイス。
【請求項４】
　半導体構造体を形成する方法であって、
　基板の少なくとも第１デバイス領域上に第１シリサイド層を形成するステップであって
、前記基板の前記第１デバイス領域が第１導電型デバイスを含み、前記第１シリサイド層
が前記基板の前記第１デバイス領域内に第１歪みを生み出すステップと、
　前記基板の少なくとも第２デバイス領域上に第２シリサイド層を形成するステップであ
って、前記基板の前記第２デバイス領域が第２導電型デバイスを含み、前記第２シリサイ
ド層が前記基板の前記第２デバイス領域内に第２歪みを生み出すステップと、
を含み、
　前記第１歪みが前記第２歪みとは異なる、方法。
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